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摘 要

為了將來發展自製的超導量子干涉元件控制器，必須製造優良的超導量子干涉元件進行測試。所以本研究主要在探討高溫

超導量子干涉元件的製程，及建立所需的技術與能力。 論文中研究兩種不同方式來形成約瑟夫森接面： 1. 利用類鑽石薄

膜製做階梯式單晶鈦酸鍶基板。 2. 雙晶鈦酸鍶基板。 採用磁控濺鍍法和脈衝雷射沉積法兩種不同方式成長的單層釔鋇銅

氧薄膜來製作高溫超導量子干涉元件。從實驗結果發現，僅有採用雙晶體鈦酸鍶基板，使用脈衝雷射沉積法成長釔鋇銅氧

薄膜做成的高溫超導量子干涉元件是成功的。 從電阻對溫度的關係與掃描式電子顯微鏡的影像分析，可以確認使用階梯式

單晶鈦酸鍶基板製作的高溫超導量子干涉元件都失敗的主要原因是來自於階梯式基板。因為製作出來的階梯式鈦酸鍶基板

階梯處非常粗糙不平整，導致成長薄膜品質不佳。至於使用磁控濺鍍方法成長釔鋇銅氧薄膜在雙晶鈦酸鍶基板上，製作的

高溫超導量子干涉元件亦失敗，仍無明確證據可瞭解失敗的原因，仍需繼續分析研究。
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